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TÓM TẮT 

Trong bài báo này, hiện tượng phách lượng tử của exciton trong chấm lượng tử 

hình ê-líp dạng dẹt InN/GaN được nghiên cứu bằng lý thuyết hàm sóng tái chuẩn 

hóa. Chúng tôi áp dụng mô hình ba mức exciton gồm một mức ở trạng thái cơ bản 

và hai mức kích thích được liên kết bởi một laser bơm mạnh cộng hưởng. Khi có 

tác dụng của laser bơm, chúng tôi đã quan sát thấy dấu hiệu tồn tại hiện tượng 

phách lượng tử của exciton thông qua sự xuất hiện dao động tuần hoàn trong phổ 

cường độ hấp thụ của exciton. Ngoài ra, sự ảnh hưởng mạnh của tỉ số các bán trục 

và độ lệch cộng hưởng của sóng bơm lên các đặc trưng của hiện tượng phách 

lượng tử của exciton cũng được khảo sát chi tiết. 

Từ khóa: chấm lượng tử, cường độ hấp thụ, exciton, hình ê-líp dạng dẹt. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Trong những năm gần đây, bán dẫn hệ thấp chiều là một trong những đối 

tượng nghiên cứu rất được sự quan tâm và thu hút của nhiều nhà khoa học [1-3]. Cấu 

trúc hệ thấp chiều được hình thành khi ta hạn chế chuyển động của các hạt tải theo 

một chiều, hai chiều hoặc ba chiều trong phạm vi khoảng cách bước sóng de Broglie 

của nó (cỡ nm). Việc chuyển từ vật liệu có cấu trúc ba chiều sang hệ vật liệu có cấu trúc 

thấp chiều đã làm thay đổi đáng kể nhiều đặc tính của vật liệu, đồng thời xuất hiện 

nhiều đặc tính ưu việt hơn mà hệ vật liệu ba chiều không có. Các cấu trúc thấp chiều có 

nhiều ứng dụng quan trọng trong việc tạo ra các linh kiện và thiết bị quang điện tử [4-

6].  Một trong những cấu trúc thấp chiều đang nhận được nhiều sự quan tâm nghiên 
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cứu về lý thuyết lẫn thực nghiệm đó là chấm lượng tử. Trong chấm lượng tử các hạt tải 

bị giam giữ theo cả ba chiều trong không gian, làm cho chấm lượng tử được kỳ vọng 

có nhiều đặc tính thú vị hấp dẫn. Người ta đã chứng minh được rằng các tính chất 

quang học của chấm lượng tử có thể được điều khiển bởi việc thay đổi kích cỡ và hình 

dạng của chấm lượng tử [7,8]. 

Hiện tượng phách lượng tử của các exciton trong cấu trúc thấp chiều đã được 

quan tâm nghiên cứu từ năm 1990 [9], kể từ đó cho đến nay đã có nhiều công trình 

nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về hiệu ứng này [10-16]. Quang phổ phách lượng 

tử đã trở thành một công cụ hữu hiệu để nghiên cứu các nguyên tử và phân tử liên 

quan đến cấu trúc điện tử và dao động của chúng. Bên cạnh đó bằng sự phân tích tần 

số của phách lượng tử người ta có thể xác định chính xác độ tách năng lượng rất nhỏ 

giữa các mức. Ngoài ra, phổ của phách lượng tử cho phép ta xác định thời gian sống 

kết hợp của các quá trình chuyển dời và khảo sát các trạng thái kết hợp [11]. Đã có 

nhiều công trình nghiên cứu về hiện tượng phách lượng tử của exciton trong giếng 

lượng tử [9, 11, 14], dây lượng tử [15], và chấm lượng tử, đặc biệt là chấm lượng tử 

hình cầu [16]. Tuy nhiên, các chấm lượng tử có hình dạng phức tạp và gần với thực tế 

như chấm lượng tử hình ê-líp vẫn chưa được khảo sát chi tiết. Trong bài báo này chúng 

tôi sẽ nghiên cứu về hiện tượng phách lượng tử của exciton trong chấm lượng tử hình 

ê-líp dạng dẹt bằng phương pháp hàm sóng tái chuẩn hóa. Bài báo gồm có các phần 

chính như sau. Phần 2 trình bày mô hình và lý thuyết. Phần 3 trình bày các kết quả 

chính và thảo luận. Phần kết luận được trình bày trong phần 4. 

 

2. MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT 

2.1. Hàm sóng và các mức năng lượng của điện tử và lỗ trống 

Để đơn giản chúng tôi giả thiết các chấm lượng tử hình ê-líp dạng dẹt chịu sự 

tác dụng của một thế năng vô hạn. Xét một chấm lượng tử hình ê-líp dạng dẹt nằm đối 

xứng quanh trục z, với a và c lần lượt là độ dài các bán trục của chấm trong mặt phẳng 

xOy và hướng z, trong đó x, y, z là các tọa độ trong hệ tọa độ Cartesian với gốc tọa độ 

tại tâm đối xứng của ê-líp (Hình 1). Hàm sóng bao của điện tử (lỗ trống) trong chấm 

lượng tử hình ê-líp dạng dẹt chịu tác dụng của một thế năng vô hạn có dạng [8,17] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1, , , , , ,e h e h im

nlm nlm nlm lm lmr A J ih i S ih e      = = − − ,                      (1)            

trong đó, 1,2,3,...n = ; 0,1,2,3,...l = ; ,...,0,...,m l l= − + ; ( ) ( )1
,lmJ ih i−  và ( ) ( )1

,lmS ih −  lần lượt 

là các hàm phỏng cầu xuyên tâm và các hàm phỏng cầu góc dạng dẹt loại 1; 
nlmA  là hệ 

số chuẩn hóa. 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3

1

3 3 2 2 (1)* (1)* (1) (1)

0 1

2 , , , ,

nlm i

lm lm lm lm

A

c e J ih i S ih J ih i S ih d d





        
+

−

=

+ − − − − 

,           (2)        

trong đó tỉ số các bán trục của ê-líp  χ  và tâm sai e của ê-líp lần lượt được kí hiệu 

2

,

1 .

c

a

e






=


 = −

                                                                 (3)  

Trong phép gần đúng hàm bao khối lượng hiệu dụng, hàm sóng toàn phần của 

điện tử (lỗ trống) trong chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt với thế vô hạn có dạng 

( ) ( ) ( ), ,

,

e h e h

nlm c v nlmr u r r =  ,                                          (4) 

ở đây, ( ), ,r   =  và ( ),c vu r
 
là các hàm sóng Bloch trong vùng dẫn và vùng hóa trị. 

Chọn gốc tính năng lượng tại đỉnh vùng hóa trị, biểu thức năng lượng của điện tử và lỗ 

trống lần lượt được xác định như sau 

2

*

2

*

,
2

,
2

e nlm
nlm g

e

h nlm
nlm

h

k
E E

m

k
E

m


= +



 =



                                                           (5) 

với Eg là độ rộng vùng cấm của chất bán dẫn; *

,e hm  là khối lượng hiệu dụng của điện tử 

(lỗ trống) và 

2

2nlm

h
k

f
= .                                                                    (6) 

Các giá trị của h được xác định từ điều kiện biên 

( )(1) , 0lmJ ih i− = ,                                                           (7) 

trong đó 

2
,

1

.

e

c c e
f a e

 







= =

−


 = = = 



                                                                (8) 
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Hình 1. Minh họa chấm lượng tử hình ê-

líp dạng dẹt [18]. 

Hình 2. Mô hình hệ ba mức của điện tử và lỗ 

trống,
t

  là năng lượng của laser dò; p  là năng 

lượng laser bơm và   là độ lệch cộng hưởng. 

Ta có Hamiltonian mô tả tương tác của điện tử với trường điện từ được viết dưới dạng 

[19]: 

int

0

ˆˆ
xi t

x

x

A eq
H n p

m i





−

= −  ,                                                   (9)     

trong đó q , n  , p̂  , 
xA  , và 

x  tương ứng là điện tích của điện tử, vectơ phân cực, 

vectơ xung lượng, cường độ của laser và tần số của laser; kí hiệu x  để chỉ laser dò hoặc 

laser bơm. Khi có tác dụng của laser bơm, điện tử nằm trong trạng thái được mô tả bởi 

hàm sóng tái chuẩn hóa có dạng như sau 

( ) ( ) ( )
100 100 110 11021

ix 1 2 100 110

1
, ,

2 2

e e e ei i i i
E t E t E t E t

e e e

m

R R

V
r t e e r e e r 

− + − +− − − −   
 = +  − −    

    

                  (10) 

trong đó 

100 100 2 110 100 1

100 100 1 110 110 2

, ,
       

, ,

e e e e

e e e e

E E E E

E E E E

 

 

− −

+ +

 = − = − 
 

= + = +  

                                                    (11)                                              

1
22

21

2
2

21
21 110 100

,
2

,
,         2

2
,,

R

R
R

e e
p

V

E E









  


=  −

    = +   =  +   
 

 = − = −



                                                  (12) 

và 
21V  là yếu tố ma trận chuyển dời cùng vùng giữa các mức của điện tử 

1E  và 
2E  và 

được xác định như sau                       

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

*
* 4

21 110 100 110 100

0

1
1 * 1 * 1 12 2

10 10 00 00

0 1

2

        , , , , ,

p e ee

p

i

qA m
V A A E E f

m i i

J ih i S ih J ih i S ih d d






        
+

−

= − 

 + − − − − 

                (13)                    

trong đó pA và p  lần lượt là cường độ và tần số của laser bơm.                                                                             
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2.2. Hàm sóng và các mức năng lượng của exciton 

Trong công trình này chúng tôi nghiên cứu phách lượng tử của exciton trong 

một hệ ba mức. Vì vậy trước hết chúng tôi phải áp dụng một giản đồ năng lượng ba 

mức của điện tử và lỗ trống, trong đó 0E  là mức năng lượng lượng tử hóa thấp nhất 

của lỗ trống, còn 1E  và 2E  là các mức lượng tử hóa đầu tiên của điện tử trong chấm 

lượng tử này (Hình vẽ 2). Ba mức năng lượng và các hàm sóng không phụ thuộc thời 

gian tương ứng của các hạt được xác định như sau  

0 100

1 100

2 110

,

,

,

h

e

e

E E

E E

E E

 =


=


=

           
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 100

1 100

2 110

,

,

.

h

e

e

r r

r r

r r

  

  

  

                                               (14)  

Các hàm sóng phụ thuộc thời gian của các hạt được xác định như sau 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0

1

2

0 0

1 1

2 2

, ,

, ,

, .

i
E t

i
E t

i
E t

r t r e

r t r e

r t r e

−

−

−


 = 


 = 

 = 



                                                     (15) 

 

Hình 3. Mô hình ba mức của exciton: a) Khi không có tác dụng của laser bơm; b) Khi có tác 

dụng của laser bơm.  

Tiếp theo chúng tôi khảo sát mô hình hệ ba mức exciton trong chấm lượng tử 

hình ê-líp dạng dẹt với giản đồ năng lượng của exciton như Hình 3. Mức đầu tiên là 

mức 
0 của trạng thái cơ bản 0 , hai mức exciton 

10  và 
20  tương ứng với trạng thái 

kích thích thứ nhất và thứ hai của exciton được kí hiệu lần lượt là 1 và 2 . Khi không 

có tác dụng của laser bơm, các hàm sóng của exciton trong trạng thái dừng có dạng 

 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

10 1 0

20 2 0

. ,

. .

Ex

Ex

r r r

r r r

 = 

 = 

                                                        (16)                                                                                               

Các mức exciton trong trạng thái dừng được xác định bởi 

10 1 0

20 2 0

,

.

E E

E E

 = +

 = +

                                                                     (17)                                                                                                                                 

Các hàm sóng trạng thái dừng phụ thuộc thời gian của các exciton được xác định bởi  
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( ) ( )

( ) ( )

10

20

10 10

20 20

, ,

, .

i
t

Ex Ex

i
t

Ex Ex

r t r e

r t r e

− 

− 


 = 

 = 

                                                        (18)   

Khi có tác dụng của laser bơm cộng hưởng mạnh, hàm sóng của một exciton trong 

trạng thái không dừng bao gồm một điện tử nằm trong trạng thái ở Pt. (10) và một lỗ 

trống nằm trong trạng thái ( )0 ,r t  ở Pt. (15) 

( ) ( )0( , ) , . ,Ex e

mix mixr t r t r t =  .                                                  (19)      

Hàm sóng exciton không dừng được viết lại như sau 

( ) ( ) ( )
10 10 20 2021

1 2 10 20

1
, ,

2 2

i i i i
t t t t

Ex Ex Ex

mix

R R

V
r t e e r e e r 

− + − +−  −  −  −    
 = +  − −    

    

                  (20)                                    

trong đó 

10 10 1 20 20 2

10 10 2 20 20 1

, ,
     

, .

 

 

+ +

− −

  =  +  = + 
 
 =  −  = −  

                                                (21)                                              

Phương trình (21) có thể được viết lại như sau   

                 20 10 10 10

20 10 20 20

, 2 ,
   

, 2 .

p R

p R





+ + + −

− − + −

 = +  − =  
 
 = +  − =  

                                                (22) 

2. 3.  Cường độ hấp thụ exciton khi không có laser bơm 

Trong công trình này chúng tôi nghiên cứu phách lượng tử của exciton thông 

qua phổ cường độ hấp thụ của exciton. Vì vậy, đầu tiên chúng tôi tìm công thức cho 

cường độ hấp thụ khi không có mặt laser bơm cộng hưởng bằng việc tính toán yếu tố 

ma trận đối với chuyển dời lưỡng cực giữa trạng thái cơ bản 0  và các trạng thái dừng 

của exciton mà được mô tả trong phương trình (18).  Theo quy tắc lọc lựa, các chuyển 

dời quang chỉ có thể xảy ra giữa hai trạng thái 0  và 1 . Yếu tố ma trận chuyển dời 

được xác định như sau 

10
ˆ1| 0Ex

intT H=  .                                             (23)                                

Thực hiện một số phép biến đổi trung gian, ta có  

10

100 100

( )

10

0

( ) 0( )
t

i
t

Ex cv

t

et heA p
T e r r

im





 −

= −   ,                                    (24)           

trong đó 
tA  và 

t  là cường độ và tần số sóng dò; 
cvp  được gọi là yếu tố ma trận phân 

cực giữa vùng dẫn và vùng hóa trị 

( ) ( )ˆ| |cv c vp u r np u r= .                                                (25) 

Cường độ hấp thụ của exciton tỉ lệ với bình phương môđun của yếu tố ma trận 

chuyển dời giữa các mức exciton, nghĩa là 
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( )
2

2

10 10

0

( ) .expEx t cx v

t

E eA p
I t T t

m




 
 = − 

 

                                         (26) 

Thực tế thì các trạng thái của exciton trên các mức kích thích tắt dần theo thời gian. Để 

kể đến sự tắt dần trong ( )10

ExI t , chúng tôi đã đưa vào Pt. (26) một cách hiện tượng luận 

tham số tắt dần 
11/ T = , với 1T  là thời gian sống của exciton trên mức năng lượng 

10 .                                           

2.4. Phách lượng tử của exciton 

Chúng tôi quan tâm đến trường hợp khi chấm lượng tử được chiếu sáng bởi một 

laser dò khi có mặt một laser bơm cộng hưởng mà năng lượng photon của nó p  gần 

bằng với độ chênh năng lượng giữa hai mức exciton ban đầu 10  và 20  (Hình 3b). 

Bây giờ chúng tôi tính toán yếu tố ma trận đối với chuyển dời lưỡng cực giữa trạng 

thái cơ bản 0  và trạng thái exciton không dừng ( ),Ex

mix r t  dưới tác dụng của một 

laser dò với năng lượng photon t . Yếu tố ma trận được xác định như sau 

ˆ( , ) 0Ex Ex

i mix ntm x iT r t H=  .                                                   (27) 

Thế  Pt. (20) vào Pt. (27) và thực hiện một số phép biến đổi trung gian ta thu được 

10 10( ) ( )
* *

1 2 100

0

100. . ( ) ( ) 0 .
2

1 t t

i i
t t

Ex t cv
mix

e

t R

heA p
T e e r r

m i

 

 


− + −  − 
= − +    

  

                                    (28) 

Từ đó, cường độ hấp thụ của exciton khi có tác dụng của laser bơm mạnh có dạng như 

sau 

( )
2 2 2

2
10 101 2 1 2

0

2 cos .
2 2 2 2

t cv
mix m

t R R R

Ex E

R

x

ix

eA p
I t T t

m

   



+ −         −
  =  + +       

            

                            (29) 

Ta viết lại Pt. (29) dưới dạng 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2
2 2

1 2 1 2

0

2 cos 2 ,exp expt cv
mix m R

Ex Ex

ix

t

eA p
I t T t t t

m
     



 
  = + − + −    

 

                            (30) 

trong đó 

 
1

1

2
2

,
2

.
2

R

R








= 


 =
 

                                                  (31) 

Thực tế thì trạng thái chồng chất kết hợp trong phương trình (20) tắt dần theo thời 

gian. Để kể đến sự tắt dần trong ( )Ex

mixI t , chúng tôi đưa vào một cách hiện tượng luận 

các tham số tắt dần 11/ T =  và 21/ T =  trong biểu thức của cường độ hấp thụ của 

exciton khi có mặt laser bơm được xác định ở Pt. (30). 

 



 

 

Nghiên cứu phách lượng tử của exciton trong chấm lượng tử hình ê-líp dạng dẹt 

22 

3. KẾT QUẢ TÍNH SỐ VÀ THẢO LUẬN 

Trong mục này chúng tôi nghiên cứu phách lượng tử của exciton trong các 

chấm lượng tử hình ê-líp dạng dẹt chế tạo từ các vật liệu InN/GaN. Các tham số của 

vật liệu được cho như sau [20]: khối lượng hiệu dụng của điện tử và lỗ trống trong vật 

liệu chấm InN ở nhiệt độ 300 K là 
00,11em m= và 

00,50hm m= ; độ rộng vùng cấm của 

vật liệu chấm là 700gE = meV; biên độ của laser bơm là 44 10pA =  V/cm và độ rộng 

phổ là 0,1 = meV. Để thực hiện tính số, chúng tôi đã chọn độ dài bán trục nhỏ là 

10c = Å; còn độ dài bán trục lớn sẽ tùy thuộc vào việc chọn giá trị của   ( /a c a= ). 

Để tìm hiểu về sự tồn tại của phách lượng tử của exciton, đầu tiên chúng tôi vẽ 

phổ phụ thuộc thời gian của cường độ hấp thụ của exciton ở Hình 4 trong trường hợp 

 = 0,25 và độ lệch cộng hưởng của trường bơm 0 = meV. Khi không có laser bơm 

(đường đứt nét), chúng tôi quan sát thấy một đường cong trơn của cường độ hấp thụ, 

điều đó hàm ý rằng không tồn tại phách lượng tử của exciton. Tuy nhiên, khi có một 

laser bơm mạnh cộng hưởng với hai mức kích thích của exciton (đường liền nét), trên 

đường cong của cường độ hấp thụ chúng tôi quan sát thấy một dao động có tần số 

bằng hai lần tần số Rabi của điện tử. Dao động đó xuất hiện như là bằng chứng của sự 

tồn tại của phách lượng tử của exciton trong cấu trúc chấm lượng tử này. 

 

Hình 4. Cường độ hấp thụ phụ thuộc thời gian 

với tỉ số giữa các bán trục 0,25 = và độ lệch 

cộng hưởng 0 = meV. 

 

Hình 5. Sự phụ thuộc của cường độ hấp thụ 

vào thời gian với các độ lệch cộng hưởng  

khác nhau trong trường hợp 0,25 = . 

Tiếp theo chúng tôi vẽ sự phụ thuộc của cường độ hấp thụ theo thời gian trong 

trường hợp có sóng bơm với các giá trị độ lệch cộng hưởng khác nhau khi 0,25 =  

(Hình 5). Ta thấy rằng khi độ lệch cộng hưởng tăng thì cả biên độ dao động và chu kỳ 

của phách đều giảm. Bên cạnh đó, khi độ lệch cộng hưởng quá lớn ( 15 = meV) thì 

dạng dao động tuần hoàn tắt dần của cường độ hấp thụ theo thời gian không được 

quan sát thấy, nghĩa là hiện tượng phách lượng tử của exciton không xuất hiện. 
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Hình 6. Sự phụ thuộc của chu kỳ của phách 

lượng tử vào giá trị của tỉ số các bán trục   

với các độ lệch cộng hưởng khác nhau. 

 

Hình 7. Sự phụ thuộc của chu kỳ của phách 

lượng tử vào độ lệch cộng hưởng của sóng 

bơm ứng với các giá trị   khác nhau. 

Để nghiên cứu rõ hơn đặc trưng của chu kỳ phách lượng tử, trên Hình 6 chúng 

tôi vẽ sự phụ thuộc của chu kỳ phách lượng tử vào giá trị   của chấm lượng tử ứng 

với các trường hợp độ lệch cộng hưởng khác nhau. Ta thấy rằng trong cả ba trường 

hợp khi tăng giá trị    của chấm lượng tử thì chu kỳ của phách lượng tử đều tăng. Bên 

cạnh đó, từ Hình 6 cho thấy ứng với cùng một giá trị    khi tăng độ lệch cộng hưởng 

thì chu kỳ của phách lượng tử giảm tương ứng, điều này sẽ được thấy rõ ở Hình 7. 

Hình 7 vẽ sự phụ thuộc của chu kỳ phách lượng tử vào độ lệch cộng hưởng 

sóng bơm. Từ Hình 7 và Hình 5 ta thấy rằng khi độ lệch cộng hưởng tăng thì cả chu kỳ 

và biên độ của phách đều giảm. Rõ ràng là khi độ lệch cộng hưởng càng tăng thì khả 

năng kết cặp của hai mức năng lượng của điện tử càng thấp dẫn đến khả năng tách 

mức năng lượng của điện tử cũng như xác suất tạo ra hai exciton có năng lượng gần 

nhau giảm theo. Kết quả đó dẫn đến việc xác suất tạo thành phách lượng tử giảm theo, 

cuối cùng dẫn đến biên độ của phách lượng tử càng nhỏ (Hình 5). Bên cạnh đó, do tần 

số dao động của phách tỉ lệ thuận với độ lệch cộng hưởng (Pt. (12)) nên khi độ lệch 

cộng hưởng tăng thì tần số dao động của phách tăng theo, hay chu kỳ dao động của 

phách giảm. 

 

4. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này chúng tôi đã nghiên cứu phách lượng tử của exciton trong 

một hệ ba mức trong chấm lượng tử hình ê-líp dạng dẹt InN/GaN. Chúng tôi đã sử 

dụng phương pháp hàm sóng tái chuẩn hóa để tìm hàm sóng của các exciton khi có 

một sóng bơm cộng hưởng và sau đó tính toán cường độ hấp thụ exciton. Khi sóng 

bơm được bật lên thì kết quả xuất hiện một dao động có tần số bằng hai lần tần số Rabi 

của điện tử trong phổ phụ thuộc thời gian của cường độ hấp thụ, dao động này được 

cho là hành vi của phách lượng tử. Bên cạnh đó, chu kỳ của phách lượng tử của exciton 

phụ thuộc rất nhạy vào độ lệch cộng hưởng của sóng bơm cũng như giá trị   của 

chấm lượng tử.  
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A STUDY ON QUANTUM BEAT OF EXCITON 
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ABSTRACT 

In this paper, the quantum beat of excitons in the oblate ellipsoidal is studied by 

the renormalized wavefunction theory. We apply a three-level model consisting of 

a ground state and two excited states of exciton linked by a strong resonant pump 

laser. Under the effect of the pump laser, we observe the existence of the excitonic 

quantum beats through the appearance of periodic oscillations in the absorption 

intensity. In addition, the strong influence of the ellipsoid aspect ratio and the 

pump wave detuning on the characteristics of quantum beat is also investigated in 

detail. 

Keywords: quantum dot, the intensity of absorption, exciton, oblate ellipsoidal 

quantum dot. 
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Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế). Năm 1999, ông tốt nghiệp Thạc 

sĩ chuyên ngành Vật lý Chất rắn tại Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế. Ông hiện đang là cán bộ giảng dạy tại Khoa Điện, Điện tử và Công 

nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý lý thuyết và vật lý toán. 

 

Đinh Như Thảo sinh ngày 17/02/1975 tại thành phố Hải Dương. Năm 

1997, ông tốt nghiệp Cử nhân khoa học ngành Vật lý tại Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế. Năm 1999, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành 

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam. Năm 2004, ông tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành 

Khoa học vật liệu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản 

(JAIST). Năm 2013, ông được bổ nhiệm chức danh PGS. Từ năm 2005 đến 

nay ông giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý lý thuyết và vật lý toán. 
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Lê Phước Định sinh ngày 15/10/1991 tại Thành phố Huế. Năm 2014, ông 

tốt nghiệp cử nhân ngành Vật lý Chất rắn tại trường Đại học Khoa 

học,Đại học Huế. Năm 2017, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý 

Chất rắn và hiện nay công tác tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

Lĩnh vực nghiên cứu: vật lý chất rắn, kỹ thuật siêu âm, mô phỏng... 

 

Nguyễn Minh Tạo sinh ngày 27 tháng 02 năm 1981 tại Phú Yên. Năm 

2003, ông tốt nghiệp cử nhân ngành Vật lý tại trường Đại học Sư Phạm 

Quy Nhơn. Năm 2020 ông học Thạc sỹ ngành Vật lý chất rắn tại trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hiện nay, ông đang giảng dạy tại trường 

THPT Trần Suyền, huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý chất rắn.  

 


